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１．概要（Summary） 

本研究では CMOS プロセスを用いて静電容量式圧力

センサを設計し、ポストプロセスによって圧力センサを製

作する。真空封止の工程にはパリレンを用いて室温環境

下で成膜することで CMOS LSI との親和性が高い

CMOS-MEMS 圧力センサを製作する。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
クリーンドラフト潤沢超純水付 
高速シリコン深掘りエッチング装置 
パリレンコーター 
マニュアルウエッジボンダー 

【実験方法】 
ピラニア溶液（硫酸 3：過酸化水素水 1）と混酸アルミエ

ッチング液を用いてタングステンビアとアルミニウムをエッ

チングし、ダイアフラムをリリースする。次にパリレンコータ

ーを用いて厚さ 2.0 µm のパリレンを蒸着し、真空封止を

行う。ボンディングパッド上のパリレンは O2 プラズマ、パッ

シベーション膜のSiNはSF6プラズマ、SiO2はC4F8プラ

ズマを用いてドライエッチングし、最後にワイヤボンディン

グを行って完成となる。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
試作したCMOS-MEMS圧力センサをFig. 1に示す。

1 辺 200 µm の正方形ダイアフラムを 16 個並列に配置し

た。チップサイズは 2.4 mm×2.4 mm で、ボンディングパ

ッドを含むセンサ全体の面積は 2.39 mm2である。 
製作した圧力センサの測定結果をFig. 2に示す。圧力

範囲 40-100 kPa で感度は 15.8 fF/kPa となった。また、

非直線性誤差は±2.53 %となり、良好な線形性を示し

た。 

 

Fig. 1. Optical microscope photograph of the 
CMOS-MEMS pressure sensor 

 

 
Fig. 2. Measurement result of pressure sensor 

 
４．その他・特記事項（Others） 
装置の使用方法を丁寧に指導してくださった肥後昭男

様、水島彩子様に深く感謝いたします。 
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